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一、产品简介

储能变流器系统对功率半导体器件的性能有着严苛要求，而

IGBT 与 SiC 二极管的混合技术，技术结合了 IGBT 的高耐压、低

成本特性和 SiC 二极管的高频、低损耗特性，利用 IGBT 作为主

开关器件，同时在续流回路中采用 SiC 肖特基势垒二极管(SBD)，

形成一种高性能的混合型功率模块。该模块采用多芯片并联和低

电感封装技术，以确保电流分布的均匀性和开关过程的稳定性。

模块内部集成 NTC 温度传感器和驱动保护电路，形成完整的功

率子系统。这种高度集成的设计不仅简化了外围电路，在效率、

热管理、功率密度等多个维度展现出显著优势。这种创新设计不

仅保留了 IGBT 在大电流处理能力和成本效益方面的长处，还通

过引入 SiC 二极管解决了传统方案中的关键瓶颈问题，为储能变

流器的性能提升开辟了新路径。

二、主要技术优势



1、效率提升与损耗优化。混合技术的效率优势主要来自三

个方面：首先，SiC 二极管几乎无反向恢复特性，消除了传统硅

FRD 在关断过程中的能量损耗(Err)；其次，由于不再需要处理二

极管的反向恢复电流，IGBT的开启损耗(Eon)也显著降低；最后，

SiC 材料的高温稳定性使得系统在高温环境下仍能保持优异性

能，而传统 IGBT 方案在高温下性能会明显劣化。而 SiC 材料因

其宽禁带特性(约 3.2eV，是硅的 3倍)，使得基于 SiC 的肖特基二

极管几乎没有反向恢复效应，从根本上解决了反向恢复电流和能

量损耗这一难题。

2、功率密度与体积优化。紧凑设计：SiC 二极管的高频特性

使得储能变流器可以采用更小的无源器件（如电感和电容），从

而缩小整体体积，简化了外围电路，还提高了系统的可靠性和功

率密度。

3、高频运行能力。SiC二极管支持 40kHz 以上的高频开关，

这使储能变流器可以采用更小的无源元件(电感、电容)，进一步

减小系统体积和重量。高频化还带来动态响应速度的提升，使变

流器能够更快跟踪电网调度指令或应对负载突变。

4、热管理优化。SiC 材料的高热导率(约硅的 3 倍)和混合模

块采用的先进封装技术共同改善了系统的散热性能。

5、可靠性增强。SiC 器件本身具有优异的抗辐射和抗温度循

环能力，在混合模块中，由于开关损耗降低和散热改善，器件的

工作结温得以降低，这进一步延长了模块寿命。

三、主要技术性能指标

（1）额定功率输出，1.3倍过载＞30min



（2）在 30%电压谐波背景下，三相最大电流总谐波畸变率

THDi＜1.6%；

（3）最大效率 98.82%；

（4）功率可单相控制，可单相 100%带载；

（5）三相三线三相四线软件兼容；

（6）支持-40~60℃范围内运行（45℃以上允许降额）；

（7）可以配合 STS 进线快速并离网切换，切换时间小于≤

4.76ms；

（8）支持最大 4000m海拔下运行；

（9）满足 GB/T 34120、GB/T 34133技术规范及检测规范；

满足全球并网标准；满足欧盟环保要求：RoHS，REACH；

（10）支持防孤岛保护、直流反接保护、绝缘检测、交流过

流保护、交流短路保护、交流过压保护、电能治理。


